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と置き換えれば良いことがわかった｡この結果はChakravartyetal･3)の変

分による結果と一致しているoそして自己無撞着にEeffを決めてやると転移温

度以上では値がゼロとなることがわかり､超伝導転移を説明できる｡

また､この系のベクトルポテンシャルに対する線形応答を考えることに

よって､電流密度を計算した｡従来､この方法では物理的でない結果が得られる

とされていたが､超伝導電流の項も考慮に入れ､かっ､展開の高次の項を ｢花び

らダイヤグラム｣を集める近似により計算すると､転移温度以下では超伝導電流

が流れ､転移温度以上では一定の抵抗値で常伝導電流が流れるという結果が得ら

れ､この方法でも実際の現象に対応した結果が得られることがわかった｡
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4.有機超伝導体K-(ET)2Cu(NCS)2における

-軸性伸張歪の効果

伊 東 袷

BEDT-TTF (ET)分子と陰イオンとが層状に積層 した構造

を持つ有機超伝導体においては､ ET分子 1個当りの有効体積の増

加と共に超伝導転移温度Tcが向上することが､陰イオンの置換あ

るいは静水圧下の実験により明らかにされている｡ また Kusuhara
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らむL Tc=10.4Kの K-(ET)2Cu(NCS)2において,結晶
をより熟収折の小さな物質の上に接着 して熟収折の差により積層面

内に伸張歪を加えると､ Tcの向上がみ られ, また90K付近に現

われその原因が未解明の抵抗極大現象が異常に増強されることを報

告 している｡本研究では伸張盃の効果を通 して､高いTcを持つ物

質 として注目されているJC-(ET)2Cu(N●cS)2の電子物性を明 ら

かにすることを目的とし､熱収縮の差による盃に加 えて外部か ら可

変の伸張盃を加えたときのTcと抵抗極大部の変化について謝べた｡

実験はリン青銅あるいはアル ミニウム製のサンプルホル ダーを作

成 して層状結晶を貼 り付け,そのサンプルホル ダーを伸引する方法

を用いた｡

実験の結果,層状結晶の長辺 (b軸)方向の0.1%の伸張により､
超伝導転移についてはTcに0.1K程度の上昇がみ られること､
また試料によっては 10K付近の転移の他に, 9K等に別の超伝導

転移が存在するらしいことが明 らかになった｡一方､抵抗極大部に

ついては､ 80-125Kの頂点付近での伸張盃による抵抗変化は､

盃による欠陥導入によると思われる複雑な挙動を示すものもみ られ

たが､全体的には小さく､ また150-225Kの中程度の温度領

域では､盃の大きいとき飽和傾向がみ られるものの抵抗変化は比較

的大きく,室温付近では､ほぼ単訴な抵抗の増大がみ られた｡

有機超伝導体のモデルとして､そのいずれもがTTF類似分子に

よ り形成されていることに注 目し､その最高被占軌道 と分子振動の

間の強い相互作用に着目した電子一分子振動結合モデルが提出されて

いる｡本研究においてはこのモデルをもとに伸張盃の効果を考察 し

た｡その結果分子間距離の増大に伴 うバン ド幅の変化と併せて､歪

による全対称 ag 分子振動の振動数の変化を考慮すると伸張歪の効

果を定性的に理解でき､分子振動の超伝導転移への寄与が大きいこ

とが明 らかになった｡一方､低いTcの出現については, これを欠

陥導入によるTcの低減とする考えもできるが, ET分子は結晶中

において2種寮以上の姿態をとりうることか ら,不均質な盃によっ

てET分子が局所的に異なった姿態を取ることによる新 しい超伝導
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相が出現している可能性がある｡

抵抗極大部の変化については, N-(ET)2Cu(NC S)2 は温度低

下と共に居間距離が増大する傾向があるのに対して,伸張力は居間

距離を低減させると考えられることを考慮すると,低温での伸張盃

による変化の傾 向を定性的に理解することが出来る｡ この抵抗極大

現象には､何 らかの構造変化を伴 う金属一非金属転移が関わっている

可能性及び強い電子格子相互作用に起因すると思われるポーラロン

の輸送現象が関わっている可能性が指摘されている｡本研究におけ

る実験結果は直接的にこれ らの是非を論ずる十分な根拠足 り得ない

が､盃の性質 によって特性が著 しく異なる結束の得 られることか ら,

ET分子の姿態などに関係 した構造上の変化が超伝導転移のみなら

ず常伝導領域に現れる抵抗極大現象にも関わっているものと思われ

る｡ また,本研究では研究途上で発表された擬似の構造を持つ JC-

(ET)2Cu[N(CN)2]Brの抵抗測定も行ったが､ この物質におい

ても兄いだされ る抵抗極大部には虎点の80K付近に小さな抵抗の

ディップがみ られ, これが著 しい温度履歴をもつことか ら1次の相

転移が関与しているらしいことが明 らかになった｡以上の実験結果I

か らK-(ET)2Cu(NC S)2 に見 られる抵抗極大にも盃に敏感な構

造上の変化が関わっている可能性が高いと考えられる｡

5.ポリジアセチレン単結晶の塑性変形

大 宮 康 二

高分 子結 晶 の塑性 につ いては多 くの間麿 が残 され てい る｡ これ

は高分子 を結 晶化 させ る と､ 100Aか ら数 〝爪の微小 な結 晶 とな り

バル クな単結 晶を成長 させ ることが できないか らであ る｡ しか し

固相重合法 を用 い ると､ バル クな単 結 晶 を作製す る ことが可能 で

あ る｡ p-toluenesulphonateを側鎖 に持 つ ジアセチ レン(PTS)
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